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INTRODUCAO RESULTADOS

A microeletronica emprega interconexoes metalicas na fabricacao de As analises abaixo sdo referentes as seguintes amostras:

seus dispositivos cujas capacitancias parasitas introduzem um grande e A4013 — amostra com filme de nitreto de silicio de 149nm
desafio no desenvolvimento de dispositivos de melhor desempenho. de espessura crescido com 40% de Si e 60% de N e

Uma possivel solucao para essa limitacao na velocidade de transmissao tratada termicamente a 11002C por 30 minutos.

é a utilizacao de interconexoes opticas, em que foétons sao empregados e B4016:amostra com filme de nitreto de silicio de 149nm

no transito da informacao ao invés de elétrons. Como a de espessura crescido com 40% de Si e 60% de N e
microeletronica é inteiramente baseada no processamento de silicio tratada termicamente a 11002C por 30 minutos.

ha grande interesse no desenvolvimento de dispositivos fotonicos

baseados em silicio a fim de facilitar a integracao com a tecnologia - a) s )
atual. Entretanto, o desenvolvimento desses dispositivos tem se oy 3 _E
provado bastante dificil pelo fato do silicio ndo apresentar as s o / ﬁg%ﬂ&%%ﬁ;'ﬁg?ﬂﬂ-. oy mmm;&'mfm?ﬁ'ﬂ.
propriedades Opticas ideais para tal aplicacado por ser um A - / \1 | ':::[_?E ’ -
semicondutor de bandas indiretas. As técnicas mais promissoras para ol — :g::/ v/ )
circundar essa dificuldade tiram vantagem das alteracdes nas i

propriedades do silicio quando este se apresenta em estruturas de

dimensdes manométricas. Neste trabalho, fabricamos dispositivos com e s—— o~
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nanocristais de silicio enterrados em um filme de nitreto de silicio que Comprimento de onda (nm)

apresentam comportamento eletroluminescente, emissao de |uz

. . . . Fig. 2: Espectros de eletroluminescéncia para os dispositivos a) A4013 e b)
devido a passagem de corrente elétrica pelo material, e caracterizamos

4016 para diversas tensoes aplicadas. A banda de emissdo é composta por

suas propriedades Opticas, elétricas e estruturais. Futuramente as dois picos centrados em 757 e 879 nm. O aumento da drea das curvas
técnicas aqui empregadas serao utilizadas para a fabricacao de (intensidade integrada de emisséo) com a tenséo aplicada é exponencial,
dispositivos cujo desempenho de emissao de luz seja otimizado. como analisado na figura 3. Esse aumento se deve a maior quantidade de

transicoes radiativas decorrentes do maior numero de portadores injetados
para tensées mais altas.

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS

: . ~ : : - ~ Fig. 3: Comportamento
Os dispositivos sao compostos de filmes de nitreto de silicio nao g P

. o . ) . . . 10 L —e— Comente SRNA0T3 1NT: exponencial da corrente
estequiometrico (SiNx) depositados via sputtering reativo sobre um | —aswon _ (azul) e da intensidade
o7z —&— ente SRENAD-
substrato de silicio com espessura da ordem de centenas de - B SRNAOTE | = integrada  de  emisséio
nandmetros controldvel pelo tempo de deposicdo. O filme < | U | = (vermelho) dos espectros da
... : , : = ne T : ~
inicialmente amorfo de SiNx e tratado termicamente a temperaturas g o 1 f’gurf’ 2 com relacdo a
1000 e 1100 °C para que ocorra a formacdo de nanocristais de silicio & | | g tensdo aplicada. Ajuste das
: . . : o : 8 ! | = curvas com base no modelo
dentro do filme, essenciais para que o dispositivo final apresente as T N "y
. g . . N . - 1 de condugdo elétrica por
propriedades oOticas desejadas. Por fim, sao depositados contatos o TEE— g materiais isolantes de Poole-
transparentes para analise 6ticas compostos de 0xido de indio estanho 8 B0, 14 Frenkel.
(ITO), um dos poucos condutores transparentes a luz visivel. dhe
Contatos de ITO
Filme de SiN, Nanocristais de Si — Fig. 4:  Espectros de
A A : :%mni eletroluminescéncia da
I / M _‘:Jﬁﬁﬁ amostras B4016 com tensdo
LIPS @ o Qo0 ‘ S [ —=xsm aplicada de 4V em diversas
0 B temperaturas. O aumento
B [ observado na intensidade
. % i integrada de emissGo para
Substrato de Si % B temperaraturas mais altas se
£ [ deve a maior quantidade de
transicbes  radiativas  de
H“”'.!"lll]l_'ll”Illllﬁil:ﬂl:]HH””lH“”H’]IEI:I] correntes de pOI’tGdOI’ES
Fig. 1: Estrutura dos dispositivos. Comprimento de onda (nm) termicamente excitados.
Os dispositivos tiveram suas propriedades estruturais, elétricas e CONCLUS&ES

Oticas caracterizadas através do uso de diversas técnicas como

L *Filmes de SiNx depositados via sputtering reativo
indicado na tabela 1.

apresentam comportamento eletroluminescente.

Medid Técnica d —— *A intensidade de emissao dos dispositivos
depende exponencialmente da tensdo aplicada

Concentracao e espessura do filme Espectroscopia de espalhamento (figs 2 e 3)

de SiNx Rutherford (RBS) e elipsometria *A curva |-V caracteristica dos filmes de SiNx sao
Elétricas Curvas Corrente-Tens3o (I-V) bem ajustadas pelo modelo de Poole-Frenkel de
Oticas Fotoluminescéncia conducao elétrica em materiais isolantes (fig 2).

eletroluminescéncia e elipsometria
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Tabela 1: Técnicas de andlise utilizadas na caracterizagéo dos dispositivos.



mailto:franciobr@gmail.com

